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Beschreibung 

Elekt ^ronisches Bauelement mit Trennwanden zwischen den An- 
schlussstif ten 

5 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches Bauele- 
ment gemaS den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1. 

Ein derartiges Bauelement ist beispielsweise ein Transistor, 
10 Oder eine Diode. Bei der Herstellung derartiger Bauelemente 
ist es bekannt, nach Abschluss der Halbleiterprozesse An- 
schlusse des Halbleiterkorpers mit Anschlussstif ten zu ver- 
binden und das dadurch erhaltene Gebilde mit einem elektrisch 
isolierenden Kunststoff zu ummanteln. Die Anschlussstif te , 
15 die auf eine Leiterplatte gelotet werden sollen, ragen dabei 
iiblicherweise an derselben Seitenflache aus dem durch die Um- 
mantelung gebildeten Gehause . 

Wahrend des spateren Betriebs des Bauelements kann es bei An- 
2 0 legen einer Spannung zwischen den Anschlussstif ten an der O- 
berflache der Seitenflache, aus welcher die Anschlussstif te 
herausragen, zu Kriechstromen zwischen den Anschlussstif ten 
kommen, welche die Spannungsf estigkeit des Bauelements erheb- 
lich mindern. 

^^2 5 

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein elektroni- 
sches Bauelement zur Verfiigung zu stellen, bei welchem der 
Einfluss von Kriechstromen auf die Spannungsf estigkeit redu- 
ziert ist. 

30 

Dieses Ziel wird durch ein Bauelement gemaS den Merkmalen des 
Anspruchs 1 gelost . Vorteilhafte Ausgestal tungen der Erfin- 
dung sind Gegenstand der Unteranspriiche . 

35 Bei dem erf indungsgemafien Bauelement ist an der Seitenflache, 
an der die wenigstens zwei Anschlussstif te aus dem Gehause 
heraustreten, wenigstens eine Trennwand zwischen den An- 
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schlussstiften vorgesehen. Diese Trennwand, die vorzugsweise 
aus demselben Material wie das ubrige Gehause besteht, ver- 
langert die Kriechstrecke zwischen zwei benachbarten An- 
schlussstiften und erhoht so die Spannungsf estigkeit des Bau- 
5 elements. Bei herkommlichen Bauelementen ohne Trennwand ent- 
spricht die Lange der Kriechstrecke zwischen zwei benachbar- 
ten Anschlussstiften der kiirzesten Verbindungsstrecke zwi- 
schen diesen Anschlussstiften. Demgegenuber ist die Kriech- 
strecke bei dem erf indungsgemalSen Bauelement um das Doppelte 
10 der Hohe der Trennwand vergroiSert, was zu einem erheblichen 
Gewinn an Spannungsf estigkeit f iihrt . 

GemaS einer Ausf lihrungsf orm der Erfindung ist vorgesehen, 
dass die Trennwand zwischen den Anschlussstiften einstiickig 

15 an das Gehause angeformt ist. Das Gehause mit der Trennwand 
lasst sich dadurch unter Verwendung einer geeigneten Form in 
einem Verf ahrensschri tt erzeugen, bei welchem der aktive Teil 
des Bauelements mit den daran angeschlossenen Anschlussstif- 
ten mit einem Kunststoff umspritzt wird. Anstelle eines e- 

20 lektrisch isolierenden Kunststoffes kann selbstverstandlich 
jedes beliebige weitere Gehausematerial , beispielsweise eine 
Keramik, verwendet werden. 

GemalS einer Aus fiihrungs form der Erfindung ist vorgesehen, 
925 dass die Anschlussstif te in einer Reihe nebeneinander ange- 
ordnet aus dem Gehause ragen. Eine weitere Ausf lihrungsf orm 
der Erfindung sieht vor, dass von zwei benachbarten An- 
schlussstiften jeweils ein Anschlussstif t naher an einer ers- 
ten Kante der Seitenf lache , aus welcher die Anschlussstif te 
30 herausragen, angeordnet ist, und dass der andere Anschluss- 
stif t naher an einer der ersten Kante gegeniiberliegenden 
zweiten Kante angeordnet ist. 



35 



Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend in Ausf uhrungsbei- 
spielen anhand von Figuren naher erlautert . In den Figuren 
zeigt 
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Figur 1: ein erstes Ausf iihrungsbeispiel eines erf indungsgema- 
Sen Bauelements in Frontansicht , 

Figur 2: das Bauelement gemaS Figur 1 in Draufsicht von un- 
ten, 

Figur 3: das Bauelement gemaS der Figuren 1 und 2 in Seiten- 
ansicht , 

Figur 4 : ein erf indungsgemaSes Bauelement gemaS einer weite- 
ren Ausf iihrungs form der Erfindung in Frontansicht, 

Figur 5: ein Bauelement gemaS Figur 4 in Draufsicht von un- 
ten, 

Figur 6: ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel eines erf indungsge- 
maSen Bauelements in Draufsicht von unten. 

In den Figuren bezeichnen, sofern nicht anders angegeben, 
gleiche Bezugszeichen gleiche Telle mit gleicher Bedeutung. 

Die Figuren 1 bis 3 zeigen ein erstes Ausf uhrungsbeispiel ei- 
nes erf indungsgemaSen Bauelements, welches in Figur 1 in 
Frontansicht, in Figur 2 in Draufsicht von unten und in Figur 
3 in Seitenansicht dargestellt ist. Das erf indungsgemaSe Bau- 
element weist ein Gehause 10 auf, aus welchem an einer unte- 
ren Seitenflache 101 Anschlussstif te 22, 24, 26 herausragen. 
Das Bauelement ist insbesondere ein Halbleiterbauelement , wo- 
bei der Halbleiterkorper mit den aktiven Bereichen in dem Ge- 
hause 10 angeordnet und dort mit den Anschlussstif ten 22, 24, 
26 kontaktiert ist. Bei dem in den Figuren dargestellten Bau- 
element handelt es sich beispielsweise urn einen Transistor, 
wobei die Anschlussstif te 22, 24, 26 als Gate-, Source- oder 
Drain-Anschlusse dienen. Eine in dem Ausf uhrungsbeispiel im 
oberen Bereich des Gehauses 10 angeformte Lasche 30 mit einer 
Durchgangsbohrung 32 dient zum Befestigen des Bauelements an 
einem Kiihlkorper. 
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ErfindungsgemaS weist das Bauelement an der Seitenflache 101, 
an welcher die Anschlussstif te 22, 24, 26 aus dem Gehause 10 
ragen, Trennwande 12, 14 auf, die jeweils zwischen zwei be- 
nachbarten Anschlussstif ten 22, 24 und 24, 26 angeordnet 
sind. Die Trennwande 12, 14 reichen, wie insbesondere aus Fi- 
gur 2 ersichtlich ist, von einer ersten Seitenkante 102 bis 
zu einer zweiten Seitenkante 103 der Seitenflache 101. Die 
Trennwande 12, 14 sind dabei vorzugsweise gleich weit von den 
Anschlussstif ten 22, 24, 26, welche sie jeweils trennen, ent- 
fernt angeordnet. Die Trennwande 12, 14 sind vorzugsweise 
einstuckig an das Gehause 10 angeformt und bestehen damit aus 
demselben Material wie das iibrige Gehause 10. 

Wie insbesondere aus den Figuren 1 und 3 ersichtlich ist, ra- 
gen die Anschlussstif te 22, 24, 26 ausgehend von der Seiten- 
flache 101 nach unten iiber die Trennwande 12, 14 hinaus und 
konnen an den iiberstehenden Abschnitten mit einer Leiterplat- 
te verlotet werden. 

Der Abstand zweier benachbarter Anschlussstif te 22, 24 und 
24, 26 betragt in dem Ausf iihrungsbeispiel gemaS der Figuren 1 
bis 3 d. Die Hohe der Trennwande ausgehend von der Seitenfla- 
che 101 betragt 1. Die Anschlussstif te 22, 24, 26 sind in dem 
Ausf iihrungsbeispiel etwa in der Mitte zwischen den Seitenkan- 
ten 102, 103 angeordnet. Der Abstand der Anschlussstif te 22, 
24, 26 zu jeder der Seitenkanten ist dabei urn so viel langer 
als die Hohe der Trennwande 12, 14, dass sich die Lange der 
kiirzesten Kriechstrecke zwischen zwei benachbarten Anschluss- 
stif ten 22, 24, 26 aus dem Abstand d der zwei benachbarten 
Anschlussstif te 22, 24 und 24, 26 und dem Doppelten der Hohe 
1 der Trennwande 12, 14 ergibt . Die Hohe 1 der Trennwande 12 
bis 14 entspricht vorzugsweise dem Abstand d der Anschluss- 
stif te 22, 24 und 24, 26 oder ist groSer. 

Auf Grundlage der DIN VDEOlO betragt die Spannungsf estigkeit 
eines Bauelements bei einem Abstand d der Anschlussstif te von 
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1,8 mm und ohne Trennwande 630V. Bei gleichem Abstand d der 
Anschlussstifte von 1,8 mm und Trennwanden der Hohe 1 = 2,0 
mm, resultiert eine Lange der Kriechstrecke von d+2-l=5,8 mm, 
bei der die Spannungsf estigkeit nach der DIN bereits 1600 V 
betragt. Mittels der einfach an dem Gehause 10 zu realisie- 
renden Trennwande 12, 14 lasst sich die Spannungsf estigkeit 
des Bauelements bei Anlegen einer Spannung zwischen den An- 
schlussstiften 22, 24, 26 durch die aufgrund der Trennwande 
12, 14 verlangerte Kriechstrecke erheblich erhohen. Die Span- 
nungsf estigkeit liegt dabei noch unterhalb der Spannungsf es- 
tigkeit, welche erzielt werden konnte, wenn die Anschluss- 
stifte ausschliefilich mittels Luft, d.h. ohne Gehause 10 und 
damit ohne Kriechstrecke, voneinander isoliert sind. Die 
Spannungsf estigkeit von Luft betragt 2 kV/mm. 

Bei dem Ausf iihrungsbeispiel gemaS der Figuren 1 bis 3 wurde 
davon ausgegangen, dass der Abstand der Anschlussstifte zu 
den Seitenkanten 102, 103 um so viel grofier ist als die Hohe 
1 der Trennwande 12, 14, dass die kiirzeste, und damit fiir die 
Spannungsf estigkeit maSgebliche, Kriechstrecke ausgehend von 
einem der Anschlussstifte 22, 24, 26 iiber die Trennwand zu 
dem benachbarten Anschlussstif t verlauft. Ist der Abstand der 
Anschlussstifte 22, 24, 26 zu den Seitenkanten geringer als 
die Hohe der Trennwande 22, 24 verlauft die kiirzeste Kriech- 
strecke iiber die Seitenkanten 102, 103 an den Trennwanden 
vorbei, wobei die in diesem Fall kiirzeste Kriechstrecke aber 
noch langer als die kiirzeste Kriechstrecke ohne Trennwand 22, 
24 ist. 

Die Spannungsfestigkeit lasst sich in diesem Fall durch ein 
in den Figuren 4 und 5 gezeigtes weiteres Ausf iihrungsbeispiel 
eines erf indungsgemaSen elektronischen Bauelements erhohen, 
wobei Figur 4 das Bauelement in Frontansicht und Figur 5 das 
Bauelement in Draufsicht von unten zeigt . Das Bauelement ge- 
maS dieser Figuren unterscheidet sich von dem in den Figuren 
1 bis 3 dargestellten Bauelement durch zwei Seitenwande 16, 
18, welche an der unteren Seitenflache 101 entlang der ersten 
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und zweiten Kante 102, 103 verlaufen, und deren Hohe vorzugs- 
weise der Hohe der Trennwande 12, 14 entspricht . Die Seiten- 
wande 16, 18 umschlieSen mit den Trennwanden 12, 14 den mitt- 
leren 24 der drei Anschlussstif te 22, 24, 26 von vier Seiten 
und umschlieSen die beiden auSeren Anschlussstif te 22, 26 je- 
weils von drei Seiten. 

Die kiirzeste Kriechstrecke zwischen den Anschlussstif ten 22 
und 24 bzw. 24 und 26 verlauft bei diesem Ausf iihrungsbeispiel 
iiber die Trennwande 12 und 14 und betragt d+21. 

Figur 6 zeigt ein weiteres Ausf iihrungsbeispiel eines erfin- 
dungsgemaSen elektronischen Bauelements in Draufsicht von un- 
ten, bei dem auch die beiden auSeren Anschlussstif te durch 
das Vorsehen zusatzlicher Seitenwande 17, 19 von vier Seiten 
umschlossen sind. Die Hohe der zusatzlichen Seitenwande 17, 
19 entspricht dabei vorzugsweise ebenfalls der Hohe der 
Trennwande 12, 14 und/oder der Seitenwande 16, 18. 

Die Erfindung, welche vorstehend im Zusammenhang mit einem 
drei Anschlussstif te aufweisenden elektronischen Bauelement, 
beispielsweise einem Transistor, beschrieben wurde, ist 
selbstverstandlich auf beliebige elektronische Bauelemente 
anwendbar, bei welchen Anschlussstif te an einer Seitenflache 
aus einem Gehause herausragen. Als Beispiele seien hier Dio- 
den mit zwei Anschlussstif ten, Thyristoren oder auch komplexe 
integrierte Schaltungen mit mehr als drei Anschlussstif ten 
erwahnt . 
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Patentanspruche 

1. Elektronisches Bauelement mit einem Gehause (10) und we- 
nigstens zwei an einer ersten Seitenflache (lOi) aus dem Ge- 
hause (10) herausragenden Anschlussstiften (22, 24, 26), 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Gehause (10) eine zwischen den wenigstens zwei Anschluss- 
stiften (22, 24, 26) ausgebildete Trennwand (12, 14) auf- 
weist . 

2. Bauelement nach Anspruch 1, bei dem die Trennwand (12, 14) 
einstiickig an das Gehause (10) angeformt ist . 

3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Trennwand 
(12, 14) plattenformig ausgebildet ist und sich an der ersten 
Seitenflache (101) von einer ersten Kante (102) bis zu einer 
zweiten Kante (103) erstreckt. 



m 



4. Bauelement nach einem der vorangehenden Anspriiche, bei de 
die Anschlussstifte (22, 24, 26) die Trennwand (12, 14) an 
einer dem Gehause abgewandten Seite iiberragen. 

5. Bauelement nach einem der vorangehenden Anspriiche, bei dem 
das Gehause wenigstens eine Seitenwand (16, 18) aufweist, 
welche zusammen mit der Trennwand (12, 14) die Anschlussstif- 
te (22, 24, 26) von wenigstens drei Seiten umschlieSt. 

6. Bauelement nach einem der vorangehenden Anspriiche, bei dem 
die Anschlussstifte (22, 24, 26) in einer Reihe nebeneinander 
angeordnet aus dem Gehause ragen. 

7. Bauelement nach einem der vorangehenden Anspriiche, bei dem 
von zwei benachbarten Anschlussstiften (24, 24; 24, 26) je- 
weils ein Anschlussstif t (22; 26) naher an der ersten Kante 
(102) und der andere naher an der zweiten Kante (103) ausge- 
bildet ist. 
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8. Bauelement nach einem der vorangehenden Anspruche, bei dem 
die Anschlussstifte durch die Trennwande (12, 14) und Seiten- 
wande (16, 17, 18, 19) jeweils von vier Seiten umschlossen 
sind. 

9. Bauelement nach einem der vorangehenden Anspruche, das als 
Transistor ausgebildet ist . 
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Zusammenf assung 

Elektronisches Bauelement mit Trennwanden zwischen den An- 
schlussstif ten 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches Bauele 
ment mit einem Gehause (10) und wenigstens zwei an einer ers 
ten Seitenflache (101) aus dem Gehause (10) herausragenden 
Anschlussstiften (22, 24, 26), wobei das Gehause (10) eine 
zwischen den wenigstens zwei Anschlussstiften (22, 24, 26) 
ausgebildete Trennwand (12, 14) aufweist. Die Trennwand (12, 
14) verlangert die Kriechstrecke zwischen zwei benachbarten 
Anschlussstiften (22, 24; 24, 26) und tragt so zur Erhohung 
der Spannungsf estigkeit bei , 



Figur 1 
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Bezugszeichenliste 



10 Gehause 
5 101 untere Seitenflache 

102 erste Kante 

103 zweite Kante 
12/ 14 Tr ennwande 
16/ 18 Seitenwande 

10 17, 19 Seitenwande 
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22, 24, 26 Anschlussstif te 

30 Lasche 

32 Durchgangsloch 

1 Hohe der Trennwande 
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Abstand benachbarter Anschlussstif te 
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